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"Дослідження процесів генерації і трансформації радіаційних дефектів в кремнії і бінарних напівпровідниках"

Назва роботи (англ)

The investigation of the proceses of generation and transformation of the radiation defects in silicon and binary semiconductors.

Реферат (укр)

Знайдено, що введення германію підвищує радіаційну стійкість n-Si приблизно у 7 разів. Показано, що відпал кластерів 
дефектів пов'язаний з анігіляцією вакансійного типу дефектів у кластерах з міжвузловими дефектами. Показано, що 
опромінення гамма-квантами 60Co та електронами з Е=1 МеВ спричиняєдеградацію свічення GaP, яка обумовлена 
введенням безвипромінювальних рівнів радіаційних дефектів. Показано, що сонячні елементи з полі-Si зернової 
структури більш радіаційно стійкі до швидких нейтронів, ніж подібні елементи з монокристалічного Si.

Реферат (англ)

It was found that the introduction of germanium leaded to the increase of n-Si radiation hardness by a factor of 7. It was shown 
that the anneling of defect clusters is caused by the annihilation of vacancy tupe defects in clusters with interstitial defects. It is 
shown, that 60Co gamma-quanta and 1-MeV electrons irradiation GaP introduces non-radiating levels of radiative defects, 
which causes glow degradation. It has been shown, that the sollar cells made of poli-silicon of the grain structure have the 
higher radiation hardness to fast neutrons in comparision with analogous monocrystal elements.5635
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